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KSN 20 N-KANÁL - MOS PRO SPíNACí APLIKACE 
Mon AnTl CXEM • N-CHANNEL SWITCHING MOS e N-KANAL MOS SCHAL TTRANSISTOR 

Tranzistory KSN 20 sú vertikál ne spínacie O-MOS 
tranzistory s kanálom typu N v obohatenom m6de, 
vyrábané planárne-epitaxnou technológiou. Systémy 
sú montované v plastickom puzdre TO-92 v prevede­
ní"E". 

Použltle: 
V telefónnych prístrojoch pri spínaní prúdov, v lineárnych 

pri riadení 
vých motorov a v zariadeniach, kde je polreba spínat 
prúdy do 300 mA. 

Hlavné výhody: 
- sú priamo pripojitel'né k CMOS a TTL obvodom 
- majú král ke spínacie 
- nepoznajú druhý prieraz 

Medzné elektrické parametre: 

Napiitie kolektor - emitor 

Napiitie hradlo - emitor (otvorený kolektor) 

KOlektorový prúd (trvalý) 

Kolektorový prúd pulzný 
(1:>300 f-l-s; 0= 1,5 %) 

Stratový výkon 

Teplota prechodu 

Rozsah pracovných teplót 

UDS 

UGS 

ID 

10M 

Pos 

i>J 

i}a 

Offij, >< . , 
c .. 
E I 

N_ o () S .. , 
I 

D G S 

i}a = 25 oe 

V 200 max. 

V ±20 max. 

mA 160 max. 

mA 640 max. 

mW 730 max. 

oe 150 max. 

oe -55 až+150 max. 
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KSN 20 N-KANÄL — MOS PRO SPINAC[ APLIKACE 
TPAH3MUCTOP MON ANA NEPEKNIOHAIOLIMX CXEM ©® N-CHANNEL SWITCHING MOS ® N-KANAL MOS SCHALTTRANSISTOR 

Tranzistory KSN 20 sü vertikälne spinacie D-MOS 148 max. 
tranzistory s kanälom typu N v obohatenom möde, 
‚yräban6 planäme-epitaxnou technol6giou. Sysßmy | S 
sü montovane v plastickom puzdre TO-92 v prevede- 
ni„E“, 

PouZitie: 
V telefönnych pristrojoch pri spinani prüdov, v lineärnych D: 
transformaenych budi&och, pri riadeni vysokootä&ko- 
wych motorov a v zariadeniach, kde je potreba spinaf 
prüdy do 300 mA. 

i a e 
OZNACEN! E Hlavne vhody: S A 

— ( priamo pripojiteln& k CMOS a TTL obvodom i } s 
— majü krätke spinacle &asy ‚ | g 
— nepoznajü druhy prieraz ‘ P 

5 ‚D05mox. al 

Ia 
DGS 

Medzn6 elektrick6 parametre: D, =25°C 

Napätie kolektor — emitor Uos V 200 max. 

Napätie hradlo — emitor (otvoreny kolektor) 7 V 420 max. 

Kolektorovy prüd (trvalj) n mA 160 max. 

Kolektorovf prüd pulznj ” 
(15 300 fs; ö= 1,5 %) am mA 640 max. 

Siratovj vjkon Pos mW 730 max. 

Teplota prechodu Ö E 150 max. 

Rozsah pracovnjch teplöt ® C —55 a& +150 max. 



151 O 1 5 1 TRANZISTORY • FET PRO VSEOBECNÉ POUliTI 

Elektrické parametre: =25°C) 

Prirazné napatie kolektor - emitor 
los = 250 !-LA; Uos = O V U(BAloSS min. 200 V 

Kolektorový prúd pri nulovom predpati hradla 
Uos = 200 V; Uos = O V loss max. 10 j.IA 

Zvodový prúd hradla 
UGs =20V; Uos=OV IGSS max. 100 nA 

Prahové napatie 
ID = 1 mA; UGS = Uos UOST 0,8 až 2,8 V 

Odpor v zopnutom stave 
UGs =10V; 10 = 160mA RoS(ONl max. 12 Q 

Uos =15V; 101 = 0,11 A; 102=0,21 A gfs min. t50 mS 
Vstupná kapacita 

Uos =10V; UGs=OV; f= 1 MHz C
gSS 

typ. 50 pF 
Výstupná kapacita 

Uos = 10 V; UGS = O V; f = 1 MHz Cd .. typ. 15 pF 
Spatnovázobná kapacita 

Uos = 10 V; UGS = O V; f = 1 MHz Cd9• typ. 6 pF 
Spinací Uoo = 30 V; RL = 100 Q; l;li 200 ns; Uos = 10 V IDO typ. 25 ns 
Rozpínací tofl typ. 40 ns 
Napátie inverznej diódy 

Iso = 0,32 A; Uos = O V Uso typ. 1 V 
Tepelný odpor R1hia 

. typ . 170 K/W 

• Tranzistor spájkový v plošnom spoji s ploškou 10X10 mm na kolektorovom podklade, dlžka prívodov max. 4 mm. 

Stratový výkon Pos = f 
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Typické výstupné charakteristiky ID = f (Uos ) 

(T. = 25°C ; 80!J.S test. impulz) 
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Elektrick& parametre: 

Prirazne napätie kolektor — emitor 
H58 — 250 pA; Ug 

Kolektorovf prüd pri nulovom predpäti hradla 
Uos = 200 V; Uns =0V 
Zvodovy prüd hradla 

Uos =20 V; Uog=0V 
Prahov6 napätie 

1 = 1mA; Uos = Uog 
Odpor v zopnutom stave 

Ugs = 10 V; k = 160 mA 
Sırmost 

Ug =15V; 
Vstupnä kapacita 

Ug = 10V; Ug =OV; f= 1 MHz 
Vystupnä kapacita 

Uog = 10 V; Uag = OV; f= 1 MHz 

=0V 

=0,11 Aj z =0,21A 

Spinaci $as Upo = 30 V; Av = 100 8; t 5 200 ns; Veg=10V 
Rozpinaci Sas 
Napätie inverznej diödy 

Iso = 0,32 A; Uas = 0V 
Tepelny odpor 

(8, =25°C) 

Upmoss min. 200 v 

Ta max. 10 wa 

5 max. 100 nA 

Ueer 082128 v 

Aosıow max. 12 g 

gis ‚min. 150 mS 

Cyps yp. 50 PF 

Cn yp. 15 PF 

( p 8 PF 
( p 25 ns 
In p 40 ns 

Us p 1 V 
Raya” p 170 KW 

* Tranzistor späjkovf/ v plo8nom spoji s plo&kou 10X10 mm na kolektorovom podklade, dläka privodov max. 4 mm. 

Stratovf vjkon Pos = f (0) 

0 

Typick6 vystupn& charakteristiky / = / (Ups) 
(T, = 25 °C; 80 uu test. impulz) 

—
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Typická prevodová charakteristika 
'D= f(UGs) pri i},= 25 °C 

(Uos = 25 V; 80 fls test. impulz) 
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Prahové napatie UGST = f (TJ) 

(Vos = UGS ; 'D = 1 mA) 

UGST 
[vl 

I 
4 

3 

2 

-

-

-

-- -- --

I---
I 

-- -- --

5 6 

- -UGS [v] 

max· - -- --

typ_ 

------------ I----

---!-- --

I 
min. -- -- r --

I o 
-50 50 100 150 

TRANZISTORY • FET PRO VŠEOBECNÉ POUliTI 1 5 15111 

Typická závislosf RDSION) = f (ID) 

(T, = 25°C; UGS = vaL) 
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Odpor v zopnutom stave RDSION) = f( 1j) 
(lD=O,16A; UGs =10V) 
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JRANZISTORY _® FET 

fypick& ‚ovä charakteristika 
zävieiost Rosiow ” 7 (/6) 

a e on d.=25°0 
(T, =25°C; Uos = var) 

(Ups =25V; 80 ‚s 1est. impulz) 

‚v zopnutom stave Apsıom ” Ln zOpMI 
{ =0,16 Ai Uos — 10V) 
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Typická závislost kapacit C = f ( Vos) 

(VGS =0 V; f = 1 MHz) 
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Typická závislost strmosti I gfs I = f (ID) 

(U DS = 15 V; Tj = 25 oe; 80 I-Is test impulz) 
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Typick zavisiost kapacit C = f (Ups) 
(Uns =0V; f = 1 MHZ) 

Typickäa zävislost strmosti |gfS|= f (/) 
( Ups = 15 V; 7, =25 °C;80 jıs test. impulz) 
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